Hersteller: VEB Mikroelektronik ,Robert Harnau” GroBréschen

Bpitexiel-Leistungagleichrichter im I‘ﬁetallgehélus'e {(Fast Recovery Eoitaxial Diode)
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Bild 1: Abmessungen und AnschluBbelegung
fMiasseca.8g

TGL 43 352




2. Grenzkennwerte

Typ Uggiv in V

URWM inv

%) fem =20A; 8, =25°C -5 K

%) Up = Unpwi; 8 = 25°C =5 K

%) le=1A; Ug = 30V; —die/dt = 50 Alps; 8, = 25°C —5K
®) Up = Ugaw; B = 100°C 5K

) I = 20A; 9. = 100°C -5 K

Bestellbezeichnung:
Epitaxial-Leistungsgleichrichterdiode vom Typ SY 625/?‘%
der periodischen Sp:tzenspe?rspannung von 150 V.

Anderung vorbehalten!

Ausgebe lLisrz 1986

SY 625/0,5 50 T 50
SY 625/1 100 100
SY 625/1,5 150 150
SY 625/2 200 200
) Kurzzeichen Wert Einheit

Effektiver DurchlaRstrom : Yerms)
fittierer DurchiaRstrom’) R
Ste%strom?)» fesmi - 4
Sperrschichttemperaturbereich By ~55..4+150 °C -
Lagertemperatur Bstg —55..+ 55°C
Betriebstemperaturbereich ﬂa ~B5..+125°C
3. KenngroRen N i
DurchlaBspannung®) U 095V
periodischer Spitzensperrsirom 4) lrrm 0,2 mA
Sperrerholungszeit®) tr <E0ns
periodischer Spitzensperrstrom 6) lRRwvs 3mA-
DurghlaRspannung’) Urm 0.85V
Innerer Wirmewiderstand Binje- < TK/W-
B ;= 125 °C; sinusférmiger Stromveriauf .

'2) 50 Hu~Sinushalbwelle; t, = 10 ms; , = 25 °C = 58 '

mst einem Grenzwert

Die vorliegenden Datenblitier dienen
ausschlieBlich der Information! ’
-Es kénnen daraus keine Lisfermaog-
lichkeiten oder Produktiongverbind-
lichksiten abgelaitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.
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